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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の導電層として予め定めた方向に延伸するように配置されたゲート線と、
　前記第１の導電層として配置された第１の補助容量電極と、
　前記ゲート線にゲート電極が接続され、半導体層に形成されるチャネルのチャネル幅方
向が前記ゲート線の延伸する前記方向と平行に配置された薄膜トランジスタと、
　前記第１の導電層よりも液晶層に近く、前記第１の導電層に対して絶縁層を介して第２
の導電層として配置された第１の画素電極と、
　前記第２の導電層として、前記ゲート線の配置領域と前記第１の画素電極の配置領域と
の間の領域に少なくとも一部が配置された遮蔽電極と、
　前記第１の導電層と前記第２の導電層との間の層として、前記遮蔽電極に対して少なく
とも一部が平面視して重なるように配置され、前記薄膜トランジスタのソース電極と前記
第１の画素電極とを電気的に接続する接続部と、
　前記液晶層を介して前記第１の画素電極に対向し、前記遮蔽電極と等しい電位に設定さ
れる共通電極と、
を備え、
　前記第１の補助容量電極は、少なくとも一部が前記第１の画素電極と平面視して重なり
、且つ、前記第１の画素電極の周囲を囲むように配置され、前記遮蔽電極と等しい電位に
設定され、
　前記第１の補助容量電極と前記接続部とは平面視して重なる領域を有し、
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　前記遮蔽電極は、前記第１の画素電極に接触することなく、前記第１の補助容量電極と
前記接続部との前記重なる領域を覆うように、前記ゲート線の延伸する前記方向に平行、
且つ、前記薄膜トランジスタの前記チャネル幅方向に平行に配置されている、
ことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】
　前記第１の画素電極との間に前記ゲート線が介在するように、前記第２の導電層として
配置された第２の画素電極と、
　前記第１の導電層として配置され、前記遮蔽電極と等しい電位に設定される第２の補助
容量電極と、
を備え、
　前記第２の補助容量電極は、少なくとも一部が前記第２の画素電極と平面視して重なり
、且つ、前記第２の画素電極の周囲を囲むように配置されていることを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示素子。
【請求項３】
　前記遮蔽電極は、前記第１の導電層と前記第２の導電層との間に配置された絶縁層に設
けられたコンタクトホールを介して前記第２の補助容量電極に接続されていることを特徴
とする請求項２に記載の液晶表示素子。
【請求項４】
　前記コンタクトホールは、前記ゲート線と前記第２の画素電極との間の領域に形成され
ていることを特徴とする請求項３に記載の液晶表示素子。
【請求項５】
　前記ゲート線は、前記第１の画素電極の配置方向とは異なる側に向かって前記ゲート配
線から張り出した張出部を有し、
　前記薄膜トランジスタは、前記張出部が前記ゲート電極になっていることを特徴とする
請求項４に記載の液晶表示素子。
【請求項６】
　前記薄膜トランジスタに対して前記コンタクトホールが前記ゲート線の延伸する前記方
向に沿って隣接するように配置されていることを特徴とする請求項５に記載の液晶表示素
子。
【請求項７】
　前記ゲート線に対して交差するように配置され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極
に接続された信号線と、
　前記第１の画素電極との間に前記信号線が介在するように、前記第２の導電層として配
置された第２の画素電極と、
を備え、
　前記遮蔽電極は、前記信号線を跨ぐようにして、少なくとも前記第２の画素電極の配置
領域と前記ゲート線の配置領域との間の領域まで延伸されていることを特徴とする請求項
１に記載の液晶表示素子。
【請求項８】
　前記ゲート線に対して交差するように配置され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極
に接続された信号線と、
　前記第１の画素電極との間に前記信号線が介在するように、前記第２の導電層として配
置された第２の画素電極と、
を備え、
　前記遮蔽電極は、前記ゲート線の延伸する前記方向に沿って、少なくとも前記第２の画
素電極の配置領域と前記ゲート線の配置領域との間の領域まで延伸されていることを特徴
とする請求項１に記載の液晶表示素子。
【請求項９】
　前記液晶層における前記第１の画素電極に対応した領域が、前記遮蔽電極または前記第
１の補助容量電極に与えられる電位で包囲されるように、前記遮蔽電極と前記第１の補助
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容量電極とが配置されていることを特徴とする請求項１から８の何れかに記載の液晶表示
素子。
【請求項１０】
　前記液晶層は、誘電率異方性が負の液晶分子からなることを特徴とする請求項１から９
の何れかに記載の液晶表示素子。
【請求項１１】
　前記第１の画素電極は、複数のスリットが形成されていることを特徴とする請求項１か
ら１０の何れかに記載の液晶表示素子。
【請求項１２】
　前記接続部は、前記第１の補助容量電極と前記遮蔽電極とが平面視して重なる領域に、
前記薄膜トランジスタにおける前記チャネル幅方向に沿う方向の長さが前記チャネル幅よ
りも長く形成された領域を有していることを特徴とする請求項１から１１の何れかに記載
の液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶の配向を安定に制御した液晶表示素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示素子は、間隔を開けて対向する一対の基板のうち一方の基板に、マトリックス
状に設けられた複数の画素電極と、これらの複数の画素電極にそれぞれ対応して設けられ
て接続される複数の薄膜トランジスタと、各薄膜トランジスタにゲート信号とデータ信号
とをそれぞれ供給する複数の走査線および複数の信号線と、を設ける一方、他方の基板に
複数の画素電極と対向する共通の共通電極（対向電極）を設け、一対の基板の対向面にそ
れぞれに配向膜を設け、液晶を封入して構成されている。液晶表示素子は、画素毎に画素
電極に電圧を印加することで液晶の配向を制御している。特に、特許文献１に開示されて
いる垂直配向型の液晶表示素子では、一方の基板に突起を設け、画素電極に電圧を印加し
た際垂直配向状態の液晶分子が突起に向かって倒れることで安定に液晶配向を制御してい
る。
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－８３３８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、画素電極には薄膜トランジスタが接続されているため、薄膜トランジス
タにおけるゲート電極からの電界漏洩が生じる。この電界漏洩により液晶分子が引き寄せ
られ画素全体としてみた場合、液晶が対称的に配向し難い。特に特許文献１のように垂直
配向型液晶表示素子では突起を中心に液晶が配向することが必要となるが、図９に示すよ
うに、薄膜トランジスタ１００に接続されている画素電極１０１上の液晶分子１０２はゲ
ート電極１００aによる電界の影響を受けて図の矢印に示す方向に引き寄せられ、液晶配
向の中心が突起１０３ではなく、ゲート電極１００ａ寄りとなる。これにより視野角性能
が低下する。液晶表示パネルの表面などから外圧が加わり一時的にセルギャップが変化し
た際、配向中心が画素電極の中心からずれても薄膜トランジスタのゲート電位にトラップ
され、配向中心が画素電極の中心に戻らず、所謂面押し性能が低下する。これらにより表
示品質が悪くなる。
【０００５】
　本発明では、液晶分子がゲート電極による電界の影響を受けずに、表示品質を向上させ
た液晶表示素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、第１の導電層として予め定めた
方向に延伸するように配置されたゲート線と、前記第１の導電層として配置された第１の
補助容量電極と、前記ゲート線にゲート電極が接続され、半導体層に形成されるチャネル
のチャネル幅方向が前記ゲート線の延伸する前記方向と平行に配置された薄膜トランジス
タと、前記第１の導電層よりも液晶層に近く、前記第１の導電層に対して絶縁層を介して
第２の導電層として配置された第１の画素電極と、前記第２の導電層として、前記ゲート
線の配置領域と前記第１の画素電極の配置領域との間の領域に少なくとも一部が配置され
た遮蔽電極と、前記第１の導電層と前記第２の導電層との間の層として、前記遮蔽電極に
対して少なくとも一部が平面視して重なるように配置され、前記薄膜トランジスタのソー
ス電極と前記第１の画素電極とを電気的に接続する接続部と、前記液晶層を介して前記第
１の画素電極に対向し、前記遮蔽電極と等しい電位に設定される共通電極と、を備え、前
記第１の補助容量電極は、少なくとも一部が前記第１の画素電極と平面視して重なり、且
つ、前記第１の画素電極の周囲を囲むように配置され、前記遮蔽電極と等しい電位に設定
され、前記第１の補助容量電極と前記接続部とは平面視して重なる領域を有し、前記遮蔽
電極は、前記第１の画素電極に接触することなく、前記第１の補助容量電極と前記接続部
との前記重なる領域を覆うように、前記ゲート線の延伸する前記方向に平行、且つ、前記
薄膜トランジスタの前記チャネル幅方向に平行に配置されている、ことを特徴とする。
【０００７】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の液晶表示素子において、前記第１の画素電
極との間に前記ゲート線が介在するように、前記第２の導電層として配置された第２の画
素電極と、前記第１の導電層として配置され、前記遮蔽電極と等しい電位に設定される第
２の補助容量電極と、を備え、前記第２の補助容量電極は、少なくとも一部が前記第２の
画素電極と平面視して重なり、且つ、前記第２の画素電極の周囲を囲むように配置されて
いることを特徴とする。
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の液晶表示素子において、前記遮蔽電極は、
前記第１の導電層と前記第２の導電層との間に配置された絶縁層に設けられたコンタクト
ホールを介して前記第２の補助容量電極に接続されていることを特徴とする。
　請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の液晶表示素子において、前記コンタクトホ
ールは、前記ゲート線と前記第２の画素電極との間の領域に形成されていることを特徴と
する。
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の液晶表示素子において、前記ゲート線は、
前記第１の画素電極の配置方向とは異なる側に向かって前記ゲート配線から張り出した張
出部を有し、前記薄膜トランジスタは、前記張出部が前記ゲート電極になっていることを
特徴とする。
　請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の液晶表示素子において、前記薄膜トランジ
スタに対して前記コンタクトホールが前記ゲート線の延伸する前記方向に沿って隣接する
ように配置されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項７に記載の発明は、請求項１に記載の液晶表示素子において、前記ゲート線に対
して交差するように配置され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続された信号線
と、前記第１の画素電極との間に前記信号線が介在するように、前記第２の導電層として
配置された第２の画素電極と、を備え、前記遮蔽電極は、前記信号線を跨ぐようにして、
少なくとも前記第２の画素電極の配置領域と前記ゲート線の配置領域との間の領域まで延
伸されていることを特徴とする。
　請求項８に記載の発明は、請求項１に記載の液晶表示素子において、前記ゲート線に対
して交差するように配置され、前記薄膜トランジスタのドレイン電極に接続された信号線
と、前記第１の画素電極との間に前記信号線が介在するように、前記第２の導電層として
配置された第２の画素電極と、を備え、前記遮蔽電極は、前記ゲート線の延伸する前記方
向に沿って、少なくとも前記第２の画素電極の配置領域と前記ゲート線の配置領域との間
の領域まで延伸されていることを特徴とする。
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　請求項９に記載の発明は、請求項１から８の何れかに記載の液晶表示素子において、前
記液晶層における前記第１の画素電極に対応した領域が、前記遮蔽電極または前記第１の
補助容量電極に与えられる電位で包囲されるように、前記遮蔽電極と前記第１の補助容量
電極とが配置されていることを特徴とする。
　請求項１０に記載の発明は、請求項１から９の何れかに記載の液晶表示素子において、
前記液晶層は、誘電率異方性が負の液晶分子からなることを特徴とする。
　請求項１１に記載の発明は、請求項１から１０の何れかに記載の液晶表示素子において
、前記第１の画素電極は、複数のスリットが形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１から１１の何れかに記載の液晶表示素子において
、前記接続部は、前記第１の補助容量電極と前記遮蔽電極とが平面視して重なる領域に、
前記薄膜トランジスタにおけるチャネル幅方向に沿う方向の長さが前記チャネル幅よりも
長く形成された領域を有していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、表示品質を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
〔第１の実施形態〕
　図１は本発明の第１の実施形態に係る液晶表示素子１の平面図、図２は図１におけるＩ
Ｉ－ＩＩ線に沿う断面図である。第１の実施形態に係る液晶表示素子１はアクティブマト
リックス液晶表示素子であり、ＴＦＴ基板１０と対向基板２０とが予め所定の間隔を開け
て対向して設けられ、ＴＦＴ基板１０と対向基板２０との間には液晶が封入され液晶層３
０が形成されている。
【００１４】
　ＴＦＴ基板１０は、透明基板１１と、透明基板面内にマトリックス状に配置するよう設
けられた複数の画素電極１２と、複数の画素電極１２のそれぞれに対応するよう設けられ
、それぞれ対応する画素電極１２に接続する複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Thin Fil
m Transistor）１３と、これら複数の薄膜トランジスタ１３のそれぞれにゲート信号およ
びデータ信号を供給するよう行方向、列方向にそれぞれ設けられる複数のゲート線１４お
よび複数の信号線１５と、複数の画素電極１２のそれぞれに対して設けられる複数の補助
容量電極１６と、複数の画素電極１２のそれぞれに対応して設けられその画素電極１２に
接続する薄膜トランジスタ１３のゲート電極１３ａと当該画素電極１２との間に設けられ
る複数の遮蔽電極１７と、ＴＦＴ基板１０の表面に設けられる配向膜（図示せず）と、を
含んでいる。
　一方、対向基板２０は、透明電極２１と、透明電極２１面に設けられるカラーフィルタ
ー２２と、このカラーフィルター２２上に設けられる共通電極（対向電極）２３と、共通
電極２３上に少なくとも画素電極１２毎に対応して設けられる複数の突起２４と、対向基
板２０の表面即ち共通電極２３および複数の突起２４上に設けられる配向膜（図示せず）
と、を含んでいる。
【００１５】
　ＴＦＴ基板１０の構成について詳細に説明する。
　ガラス基板などの透明基板１１上に複数本のゲート線１４が列方向に間隔を空けて並ん
で配置され、それぞれのゲート線１４が行方向に配設されている。各ゲート線１４には画
素領域毎に線幅が太くなるよう張出部１４ａが設けられ、ゲート電極１３ａを構成してい
る。図１に示す形態では、張出部１４ａは列方向に隣り合う補助容量電極１６側に張り出
している。
【００１６】
　透明基板１１面には隣り合うゲート線１４，１４同士の間で、枠状をなす補助容量電極
１６が設けられ、行方向に並ぶ補助容量電極１６，１６同士が補助容量線１６ａで接続さ
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れ、液晶表示領域外まで延びるよう設けられている。詳細には、補助容量電極１６は上辺
部１６ｂ、下辺部１６ｃ、左辺部１６ｄおよび右辺部１６ｅで枠状に形成されており、行
方向の画素領域毎の補助容量電極１６のうち上辺部１６ｂ同士を補助容量線１６ａが接続
して液晶表示領域外まで延びている。補助容量線１６ａは液晶表示領域外に接続部（図示
せず）が設けられ、共通電極２３と同じ電圧が印加される。図１に示すように、補助容量
電極１６のうち上辺部１６ｂは列方向に隣り合うゲート線側に張り出す張出部１６ｆを有
する。ここで、ゲート線１４における張出部１４ａと補助容量電極１６における張出部１
６ｆとは、行方向の左右何れかで互いに干渉しないよう、図１に示すように、張出部１４
ａは左寄りに設けられ、張出部１６ｆは右寄りに設けられる。図１に示す場合では補助容
量１６および補助容量線１６ａとゲート線１４とは透明基板１１面に設けられるため、同
一の金属、例えばＣｒなどで形成することができる。
【００１７】
　透明基板１１、ゲート線１４並びに補助容量線１６ａおよび補助容量電極１６を覆って
第１の絶縁層１８が形成されている。
　第１の絶縁層１８上には複数の信号線１５が行方向に間隔を空けて並んで設けられ、そ
れぞれの信号線１５が列方向に配設されている。
【００１８】
　隣り合うゲート線１４，１４および信号線１５，１５で囲まれる各領域は一つの画素領
域を構成し、画素領域毎に薄膜トランジスタ１３が設けられる。即ち、各画素領域の所定
位置、図１に示す例では下側のゲート線１４の一部がゲート電極１３ａとなり、第１の絶
縁層１８のうちこのゲート電極１３ａを覆う部分がゲート絶縁膜１３ｂとなり、このゲー
ト絶縁膜１３ｂを覆うように半導体層１３ｃが設けられ、ゲート電極１３ａの領域で半導
体層１３ｃ面にエッチングストッパー層１３ｄが設けられ、このエッチングストッパー層
１３ｄ面を一部分覆うよう列方向に対向して延びる一対のオーミックコンタクト層１３ｅ
，１３ｆと、この一対のオーミックコンタクト層１３ｅ，１３ｆを部分的にそれぞれ覆う
ようにドレイン電極１３ｇおよびソース電極１３ｈが設けられる。
【００１９】
　ここで、半導体層１３ｃ、一対のオーミックコンタクト層１３ｅ，１３ｆ、ソース電極
１３ｈは、後述するように画素電極１２にコンタクトホール１９ａを介して接続するため
、図２に示すように、台座部１３ｉとして画素電極１２の下部まで部分的に延び、一方の
オーミックコンタクト層１３ｆを部分的に覆う部位と台座部１３ｉとを接続部１３ｊで接
続している。この接続部１３ｊは、画素領域内で左右の信号線１５，１５近傍まで左右に
延びている。
【００２０】
　薄膜トランジスタ１３の半導体層１３ｃ，エッチングストッパー層１３ｄ，一対のオー
ミックコンタクト層１３ｅ，１３ｆ，ドレイン電極１３ｇおよびソース電極１３ｈの積層
構造は第１の絶縁層１８面上に形成され、前述の信号線１５も第１の絶縁層１８面上に形
成されるため、信号線１５も半導体層１３ｃ，一対のオーミックコンタクト層１３ｅ，１
３ｆ，ドレイン電極１３ｇおよびソース電極１３ｈの各層の積層構造を有し、薄膜トラン
ジスタ１３のプロセスと同時に形成される。
【００２１】
　信号線１５、第１の絶縁層１８および各画素領域の薄膜トランジスタ１３上に第２の絶
縁層１９が形成されている。
　第２の絶縁層１９にはそれぞれの画素領域内でソース電極１３ｈ上にコンタクトホール
１９ａが形成されている。第２の絶縁層１９の上面にはそれぞれの画素領域毎に画素電極
１２が設けられている。複数の画素電極１２は、それぞれの画素領域内でコンタクトホー
ル１９ａを介してソース電極１３ｈと接続されている。画素電極１２の外周縁１２ａが補
助容量電極１６の内周縁１６ｇより外側にあり、画素領域内で画素電極１２と補助容量電
極１６とは重なっている。図１においてハッチング部分は、画素電極１２の外周縁１２ａ
と補助容量電極１６の内周縁１６ｇとの間、つまり重なり合う部分を模式的に示すもので
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ある。この重なり合いにより補助容量Ｃｓが形成される。
【００２２】
　第１の実施形態では、さらに、同一の画素領域で、画素電極１２に薄膜トランジスタ１
３のソース電極１３ｈおよび半導体層１３ｃを介して接続されるゲート電極１３ａの一部
を構成するゲート線１４と画素電極１２との間を電気的に遮蔽する電極１７が、画素電極
１２が設けられた上記第２の絶縁層１９の上面に設けられている。この電極、即ち遮蔽電
極１７は、そのゲート線１４に平行に沿って形成される直線部１７ａと、この直線部１７
ａから隣り合う画素領域に張り出す張出部１７ｂと、で略Ｌ字状をなしている。直線部１
７ａの行方向の長さは、画素領域毎のソース電極１３ｈの行方向幅より長い。別の表現を
すれば、遮蔽電極１７の直線部１７ａは、各画素電極１２におけるゲート電極１３ａの長
手方向、即ちゲート配線方向に平行な辺の長さＬ２を有してもよい。この長さＬ２は、各
画素電極１２の横方向（図の左右方向）の辺の長さでもある。また、各遮蔽電極１７は、
各画素電極１２の左辺部１２ｂと該左辺部１２ｂに相対向する右辺部１２ｃとそれぞれ重
合する各補助容量電極１６の左辺部１６ｄおよび右辺部１６ｅ間に差し渡す長さを有する
ものでもある。即ち、各遮蔽電極１７は図１に示す距離Ｌ１よりも長い。遮蔽電極１７に
おける張出部１７ｂは、同一の画素領域内のゲート線１４を乗り越えて張り出し、列方向
に隣り合う画素領域における補助容量電極１６の張出部１６ｆの上に達している。第１の
絶縁層１８および第２の絶縁層１９のうち補助容量電極１６の張出部１６ｆの領域にはコ
ンタクトホール１９ｂが形成されており、遮蔽電極１７の張出部１７ｂがコンタクトホー
ル１９ｂを介して列方向で隣り合う画素領域内の補助容量電極１６における張出部１６ｆ
と接続されている。このように、遮蔽電極１７はゲート線１４の上方を乗り越えて列方向
に延設され、列方向に隣接する画素領域にコンタクトホール１９ｂを介して列方向に隣接
する画素領域内の補助容量電極１６に接続されている。
【００２３】
　画素電極１２と遮蔽電極１７とは何れも第２の絶縁層１９上に形成されているため、Ｉ
ＴＯなどの透明電極金属で、同時に形成することがプロセス上好ましいが、別に画素電極
１２と遮蔽電極１７とは同一の層である必要はなく、断面構造において、遮蔽電極１７よ
り上層に画素電極１２が設けられ、遮蔽電極１７より下方に薄膜トランジスタ１３の積層
構造体が設けられてもよい。
【００２４】
　複数の画素電極１２、複数の遮蔽電極１７および第２の絶縁層１９上には垂直配向膜（
図示せず）が設けられている。
【００２５】
　対向基板２０、特にＣＦ基板の構造について説明する。
　透明基板２１面にはＲＧＢの各カラーフィルター２２が設けられ、カラーフィルター２
２上に共通電極２３が形成されている。共通電極２３には、画素領域毎に、共通電極２３
に向かい合う画素電極１２の中央部、即ち対角線の交点近傍に、樹脂でなる突起２４が形
成されている。複数の突起２４および共通電極２３には垂直配向膜（図示せず）が形成さ
れている。
【００２６】
　この液晶表示素子１においては、図示を省略するが、ＴＦＴ基板１０の下側に偏向板が
設けられ、対向基板２０の上側に偏光板が設けられ、両偏光板の透過軸は互いに直交して
いる。ＴＦＴ基板１０の液晶表示領域外まで延設された補助容量線１６ａの接続部と対向
基板２０における共通電極２３とは接続されており、補助容量線１６ａと共通電極２３と
にＣＯＭ（共通）電位が印加される。この場合、補助容量線１６ａと共通電極２３とは接
続されておらず、補助容量線１６ａと共通電極２３、それぞれ、異なる導体路を介して電
源供給回路に接続されていてもよい。
【００２７】
　液晶表示素子１における遮蔽電極１７の役割について説明する。
　図３は、図２に示す断面構造において共通電極２３と画素電極１２との間に電位差が生



(8) JP 4826626 B2 2011.11.30

10

20

30

40

50

じていない場合の液晶分子３１の挙動を模式的に示す図であり、図４は、図２に示す断面
構造において共通電極２３と画素電極１２との間に電位差が生じている場合の液晶分子３
１の挙動を模式的に示す図である。図５は共通電極２３と画素電極１２との間に電位差が
生じている場合の液晶分子３１の挙動を模式的に示す平面図である。
【００２８】
　液晶表示素子１において、共通電極２３と画素電極１２との間に電位差が生じていない
場合、即ち黒表示の場合、図３に示すように、一つの画素領域内では、画素電極１２の上
縁部と左右の各縁部の外側には、第１の絶縁層１８および第２の絶縁層１９を介して補助
容量電極１６が部分的に張り出しており、この補助容量電極１６が共通電極２３と外部で
接続されていることから、この遮蔽電極１７は共通電極２３と同じ電位である。しかも、
画素電極１２の上側（図３では右側）の遮蔽電極１７は、コンタクトホール１９ｂを介し
て補助容量電極１６と接続しており、かつ、補助容量電極１６が共通電極２３と外部で接
続されていることから、この遮蔽電極１７は共通電極２３の電位と同じである。
　一方、画素電極１２の下側（図３では左側）には遮蔽電極１７が設けられ、この遮蔽電
極は隣り合う画素領域まで張り出しコンタクトホール１９ｂを介して補助容量電極１６と
接続しているため、この遮蔽電極１７は共通電極２３と同じ電位であって、しかも、画素
電極１２の下縁部は第２の絶縁層１９を介して接続しているソース電極１３ｈと同様、共
通電極２３と同電位である。
【００２９】
　よって、画素電極１２の全周縁部と共通電極２３との間にある液晶分子３１は、配向膜
に対して垂直に立つように配向している。共通電極２３側の突起２４周辺では、液晶分子
３１が突起２４上の配向膜の面に直交するように配向する。従って、一つの画素領域内の
液晶分子３１が突起２４を中心軸として対称となり、配向中心位置が安定する。
【００３０】
　なお、第２の絶縁層１９で薄膜トランジスタ１３のゲート電極１３ａの領域にある液晶
分子３１は、ゲート電極１３ａに電圧が印加されると、ゲート電極１３ａと遮蔽電極１７
との間に電位差が生じて点線で図示するように電界（電気力線）が生じる。よって、ゲー
ト電極１３ａの領域にある液晶分子３１は電気力線に直交するように倒れ液晶分子３１が
乱れる。しかし、この領域にある液晶分子３１は、薄膜トランジスタの素子特性を保つた
めに、図示しない遮光膜が対向基板側に設けられるため、液晶分子３１による配向の影響
は表示品質に影響しない。
【００３１】
　他方、液晶表示素子１において、共通電極２３と画素電極１２との間に電位差が生じて
いる場合、即ち白表示の場合、図４に示すように、一つの画素領域内において、画素電極
１２は、共通電極２３に対し電位差を有すると、画素電極１２の上側（図４では右側）の
遮蔽電極１７、画素電極１２の下側（図４では左側）の遮蔽電極１７および共通電極２３
との間にそれぞれ電位差があることになり、図４に点線で示すように電界（電気力線）が
生じる。よって、この生じる電界に交わる方向に液晶分子３１が配向する。しかしながら
、画素電極１２の上側（図４では右側）の遮蔽電極１７と共通電極２３とは同じ電位であ
り、画素電極１２の下側（図４では左側）の遮蔽電極１７と共通電極２３とは同じ電位で
あり、かつ、画素電極１２の左右の各縁部の外側には、第１の絶縁層１８および第２の絶
縁層１９を介して補助容量電極１６が部分的に張り出しており、この補助容量電極１６が
共通電極２３と外部で接続されていることから、この遮蔽電極１７は共通電極２３と同じ
電位である。画素電極１２の領域で生じる電気力線が外部、例えば比較的大きな電圧が印
加されるゲート電極１３ａからの影響を受けず、画素電極１２の周りでは共通電極２３と
の間では電界が生じないため、画素電極１２の領域にある液晶分子３１は、外部からの電
界の影響を受けず、画素電極１２と共通電極２３との間の液晶分子３１が突起２４の中心
軸側に倒れ込み、分割配向する。
【００３２】
　以上説明したように、画素電極１２と共通電極２３との間に電位差が生じていても、共
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通電極２３と画素電極１２との間で画素電極の周囲は無電界状態が切れ目なく生じている
。よって、画素電極１２と共通電極２３との間の電位差の有無を問わず、配向中心位置が
安定し、図５に示すように、突起２４に向けて液晶分子３１が倒れ、突起２４回りの液晶
分子３１の対称性が崩れない。従って、綺麗な表示をすることができる。
【００３３】
　第１の実施形態に係る液晶表示素子１では、図３および図４に示すように、画素領域毎
に、画素電極１２の上縁部、左右縁部と補助容量電極１６との間でそれぞれ補助容量Ｃｓ
が形成され、かつ、画素電極１２の下縁部とソース電極１３ｈとの間でも補助容量Ｃｓが
形成されるだけでなく、遮蔽電極１７とソース電極１３ｈとの間でも補助容量Ｃｓが形成
される。つまり、断面構造で見た場合ソース電極１３ｈの上下で遮蔽電極１７、補助容量
電極１６とのそれぞれの間に補助容量Ｃｓが形成される。よって、遮蔽電極１７を設ける
ことで補助容量Ｃｓの増加分だけ、補助容量電極１６の面積を小さくすることができる。
【００３４】
　図示する例では、画素領域毎の遮蔽電極１７は、対応する画素領域に対し列方向に隣接
する後段の画素領域における補助容量電極１６とコンタクトホール１９ｂを介して接続し
ている。画素領域毎の遮蔽電極１７はその画素領域内の補助容量電極とコンタクトホール
を介して接続してもよいことは図に示して説明するまでもない。
【００３５】
〔第２の実施形態〕
　図６は本発明の第２の実施形態に係る液晶表示素子２の平面図である。第２の実施形態
に係る液晶表示素子２は、第１の実施形態とは以下の点で異なる。なお、その他は第１の
実施形態と同様なので、同一または対応するものには同一の符号を付してある。
　第２の絶縁層１９上に画素領域毎に遮蔽電極４７ｂが設けられ、その遮蔽電極４７bが
その画素領域に設けられている画素電極１２の下縁部と薄膜トランジスタ１３のゲート電
極１３ａを構成するゲート線１４との間に設けられる。画素領域毎の遮蔽電極４７ｂは、
隣り合う行方向に並んで隣接する他の画素領域内の遮蔽電極４７ｂと接続され、全体とし
て遮蔽配線４７として液晶表示領域の外部まで延びて設けられている。遮蔽配線４７のう
ち液晶表示領域外部に延びている接続部は、対向基板２０の共通電極２３と接続される。
よって、画素領域毎の遮蔽電極４７ｂは共通電極２３と同電位となる。
【００３６】
　この第２の実施形態では、図１に示す第１の実施形態のように画素領域毎で遮蔽電極１
７と補助容量電極１６とをコンタクトホール１９ｂを介して接続する必要はないため、画
素領域内にそのコンタクトホールを形成できない場合に有効である。当然ではあるが、第
１の実施形態のように、遮蔽電極とコンタクトホールを介して接続するために補助容量電
極１６にそれ用の張出部を設ける必要はない。
【００３７】
　第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様、共通電極２３と画素電極１２との
間に電位差が生じても生じなくても、共通電極２３と各画素電極１２との間にある液晶分
子３１は、外部の電界の影響を受けず、突起を中心軸として配向中心の位置がずれること
はない。
【００３８】
〔第３の実施形態〕
　前述の第２の実施形態では、画素領域毎の遮蔽電極を行方向に接続して表示領域外まで
延出して遮蔽電極配線としているが、画素領域毎の遮蔽電極を列方向に接続して表示領域
外まで延出して遮蔽電極配線としてもよい。図７は本発明の第３の実施形態に係る液晶表
示素子３の平面図である。なお、その他は第１の実施形態と同様なので、同一または対応
するものには同一の符号を付してある。
【００３９】
　第２の絶縁層１９上に画素領域毎に遮蔽電極５７ｂが設けられ、その遮蔽電極５７ｂが
その画素領域に設けられている画素電極１２の下縁部と薄膜トランジスタ１３のゲート電
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極１３ａを構成するゲート線１４との間に設けられる。画素領域毎の遮蔽電極５７ｂは、
隣り合う列方向に並んで隣接する他の画素領域内の遮蔽電極５７ｂと接続され、全体とし
て遮蔽配線５７として液晶表示領域の外部まで延びて設けられている。遮蔽配線５７のう
ち液晶表示領域外部に延びている接続部は、対向基板２０の共通電極２３と接続される。
よって、画素領域毎の遮蔽電極５７ｂは共通電極２３と同電位となる。
　この第３の実施形態では、図１に示す第１の実施形態のように画素領域毎で遮蔽電極１
７と補助容量電極１６とをコンタクトホール１９ｂを介して接続する必要はないため、画
素領域内にそのコンタクトホールを形成できない場合に有効である。当然ではあるが、第
１の実施形態のように、遮蔽電極とコンタクトホールを介して接続するために補助容量電
極１６にそれ用の張出部を設ける必要はない。
【００４０】
　第３実施形態においても、第１の実施形態および第２の実施形態と同様、共通電極２３
と画素電極１２との間に電位差が生じても生じなくても、共通電極２３と各画素電極１２
との間にある液晶分子３１は、外部の電界、特にゲート電極１３ａからの強い電界の影響
を受けず、液晶分子３１の配向が突起２４を中心として対称となり、配向の中心がずれる
ことがない。
【００４１】
　なお、第２の実施形態、第３の実施形態の何れの場合であっても、列方向または行方向
に並ぶ遮蔽電極４７ｂ，５７ｂのそれぞれを遮蔽配線４７，５７の一部で接続するだけで
なく、部分的に、第１の実施形態で示すように、第１の絶縁層１８および第２の絶縁層１
９を貫通するコンタクトホールを設け、透明基板１１面に配設されている補助容量電極１
６または補助容量線と接続してもよい。この構造を採用すると加工歩留まりが良くなる。
【００４２】
　本発明の実施形態は上述したものに限定されることなく、特許請求の範囲に記載した発
明の範囲で次に説明するように種々変更することができる。
【００４３】
　例えば、前述した何れの実施形態では、一つの画素電極１２に対し突起２４が一つ対応
するように設けられているが、画素領域が図に示すように列方向に長い場合には、例えば
図８に示すように、画素電極６２を例えば３つに別れるように行方向にスリット６２ａを
設け、画素電極６２を３つの領域に分け、この細分化した領域毎に対向基板２０側に突起
２４を設けるようにしてもよい。
【００４４】
　例えば、第１乃至第３の実施形態では、ＴＦＴ基板１０、対向基板２０の何れの基板に
も形成されている配向膜は垂直配向膜であり、液晶が負の誘電異方性を有するものである
が、本発明の実施形態はこれに限られることなく、ＴＦＴ基板１０、対向基板２０の何れ
の基板にも水平配向膜を形成して、液晶が正の誘電異方性を有するものであってもよい。
この場合には、図示はしないが、共通電極２３は対向基板に形成されず、ＴＦＴ基板１０
側に画素電極と並んで形成されるものであり、要は、画素電極と共通電極間に液晶が介在
して駆動表示する液晶表示素子に適用可能である。
【００４５】
　また、例えば、第１乃至第３の実施形態では、薄膜トランジスタ１３におけるドレイン
電極１３ｇを信号線１５に接続し、薄膜トランジスタ１３のソース電極１３ｊを画素電極
１２にコンタクトホール１９ａを介して接続しているが、逆に、薄膜トランジスタ１３の
ソース電極を信号線１５に接続し、薄膜トランジスタ１３のドレイン電極を画素電極１７
にコンタクトホール１９ａを介して接続してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る液晶表示素子の平面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】図１に示す液晶表示素子において画素電極と共通電極との間に電位差がない場合
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における液晶分子の挙動を模式的に示す図である。
【図４】図１に示す液晶表示素子において画素電極と共通電極との間に電位差がある場合
における液晶分子の挙動を模式的に示す図である。
【図５】図１に示す液晶表示素子において画素電極と共通電極との間に電位差が生じてい
る場合の液晶分子の挙動を模式的に示す平面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る液晶表示素子の平面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態に係る液晶表示素子の平面図である。
【図８】画素電極の変形例を示す平面図である。
【図９】本発明が解決しようとする課題を説明するための模式図である。
【符号の説明】
【００４７】
１，２，３：液晶表示素子
１０：ＴＦＴ基板
１１：透明基板
１２：画素電極
１２ａ：外周縁
１３：薄膜トランジスタ
１３ａ：ゲート電極
１３ｂ：ゲート絶縁膜
１３ｃ：半導体層
１３ｄ：エッチングストッパー層
１３ｅ，１３ｆ：オーミックコンタクト層
１３ｇ：ドレイン電極
１３ｈ：ソース電極
１３ｉ：台座部
１３ｊ：接続部
１４：ゲート線
１４ａ：ゲート線の張出部
１５：信号線
１６：補助容量電極
１６ａ：補助容量線
１６ｂ：上辺部
１６ｃ：下辺部
１６ｄ：左辺部
１６ｅ：右辺部
１６ｆ：張出部
１６ｇ：補助容量電極１６の内周縁
１７：遮蔽電極
１７ａ：遮蔽電極の直線部
１７ｂ：遮蔽電極の張出部
１８：第１の絶縁層
１９：第２の絶縁層
１９ａ：コンタクトホール
１９ｂ：コンタクトホール
２０：対向基板
２１：透明電極
２２：カラーフィルター
２３：共通電極
２４：突起
３０：液晶層
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３１：液晶分子
４７，５７：遮蔽電極配線
４７ｂ，５７ｂ：遮蔽電極
６２：画素電極
６２ａ：スリット

【図１】 【図２】
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